附件1
宜宾市晶硅光伏领域“揭榜挂帅”科技项目
技术需求榜单
项目一：
项目名称：高效TOPCon晶硅太阳电池的量产关键技术研究
需求目标：针对持续降低光伏发电成本对高效N型TOPCon晶硅太阳电池低成本量产制造的需求，开发高速低成本隧穿氧化层沉积技术、高效低成本硼扩选择性掺杂技术、高效多层介质钝化膜的结构设计及沉积技术、高效磷掺杂技术和低损伤低接触电阻金属化技术，提升TOPCon晶硅太阳电池的量产良率及光电转化效率，支持宜宾市晶硅太阳电池制造业高质量发展。

考核指标：
1．N型TOPCon晶硅太阳电池第三方权威机构认证光电转换效率≥26.7%（AM1.5，STC，182mm准方片）。
2．N型TOPCon晶硅太阳电池量产平均效率≥26.2% （AM1.5，STC，182mm准方片）。
3．量产良率≥97%。
4．双面TOPCon晶硅太阳电池平均银消耗量≤100mg/片（182mm准方片）。
5．单线产能提升≥5%。
6．申请发明专利≥5项，发表高水平论文≥2篇。
实施期限：2年
揭榜金额：2000万元
需求企业：宜宾英发德耀科技有限公司
项目专员：孙柏林，电话：18155033223
项目二：
项目名称：高效N型单晶硅棒提效降本关键技术研究
需求目标：基于现行光伏电池片组件由P型向N型转型升级的契机及N型电池转换效率优势，需开展加大N型高效单晶硅棒的提效降本技术研究。

1．光伏单晶硅提拉法生长过程氧杂质和位错的数值模拟及实验研究。
2．连续直拉单晶硅棒生产制造关键技术创新与应用。
（1）创新研发石英坩埚涂层方式及投料技术；

（2）创新研制单晶炉高温环境的高效换热器；

（3）创新研发单晶炉控制系统。

考核指标：
1．技术指标

（1）完成高效N型单晶硅棒研发，循环段电阻率0.5Ω.cm-1.7Ω.cm，少子寿命≥800μs，氧含量≤11.8ppma，碳含量≤1ppma，位错密度≤500cm-2；

（2）整棒棒长≥5000mm,拉制棒次≥6根，晶体生长速度大于110mm/h（直径252 mm），圆棒单产≥180kg/d;

（3）申请发明专利≥5项，授权发明专利1项以上，实用新型专利5项以上。

2．经济指标

以项目研究技术体系为支撑，完成N型高效单晶硅棒年产能20GW的生产能力。

实施期限：2年
揭榜金额：800万元
需求企业：宜宾英发德耀科技有限公司
项目专员：孙柏林，电话：18155033223
项目三：
项目名称：MCZ法拉制N型低氧的10-12英寸单晶硅棒技术
需求目标：将MCZ法批量应用于160单晶炉，配加CUSP超导磁场研究N型单晶拉制工艺。需求MCZ法拉制N型10英寸单晶硅棒，晶棒长度范围3500mm-6000mm。晶棒头部氧含量7-8ppm，尾部氧含量5±1ppm。MCZ法拉制N型12英寸单晶硅棒，晶棒长度范围2800mm-4000mm，晶棒头部氧含量8-9ppm，尾部氧含量5±1ppm。硅单晶方棒单产≥130kg，单晶硅棒尾部碳含量≤1ppm，位错密度≤500
[image: image1.wmf]2

-

cm

，少子寿命范围5000μm-10000μm，电阻率范围0.8-1.2Ω/cm，RRV范围5%-15%的高品质10-12英寸单晶硅棒生产工艺。CUSP磁场系统和机械运动系统（晶转、埚转、埚跟比）、调温引放等径之间的匹配参数。建立N型拉晶相关的核心工艺，建立系统的调控理论和方法，需求针对氧含量与掺杂元素，明确拉晶配方及影响规律，构建预测系统，以确保工艺稳定性及有效性，突破MCZ拉制N型低氧的10-12英寸单晶硅棒工艺。

考核指标：
1．研究出160单晶炉36吋热场配加CUSP超导磁场，适合光伏单晶炉生产N型单晶硅的智能磁场强度，磁场强度范围400Gs~1200Gs。
2．MCZ法拉制N型10英寸单晶硅棒，晶棒长度范围3500mm-6000mm，晶棒头部氧含量7-8ppm，尾部氧含量5±1ppm。MCZ法拉制N型12英寸单晶硅棒，晶棒长度范围2800mm-4000mm，晶棒头部氧含量8-9ppm，尾部氧含量5±1ppm。硅单晶方棒单产≥130kg，单晶硅棒尾部碳含量≤1ppm，位错密度≤500
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，少子寿命范围5000μm-10000μm，电阻率范围0.8-1.2Ω/cm，RRV范围5%-15%。
3．结合磁场强度将拉制单晶硅棒的断线率≤15%，成活率≥85%（晶棒等径长度大于500mm），单炉产出的方棒单产≥130kg。
4．研究出采用MCZ法核心拉制N型低氧的10-12英寸单晶硅棒氧含量、碳含量、电阻率的预测系统，方便备料人员做生产配方。
5．申请发明专利 1项，实用新型专利2项，编制研究报告3份。
6．项目成果转化3年内，产能增加5GW。
实施期限：2年
揭榜金额：300万元
需求企业：四川高景太阳能科技有限公司
项目专员：安燕，电话：17321972678
项目四：
项目名称：基于双面poly钝化接触太阳能关键量产技术研究
需求目标：TOPCon太阳电池的行业布局产能已超500GW，是最可能取代PREC产能的量产技术之一。基于N型掺杂的单面poly技术的量产效率达到26.2%，但存在着P型非POLY薄膜沉积的入光面复合速率高、钝化效果不佳的问题，影响了光电转换效率的进一步提高。针对此难题，本项目拟系统研究双面Poly电池P/N面膜层结构钝化和接触机理，探索不同形态多晶硅Poly层对电池光学和电学性能影响，实现高转换效率、高良率的工艺匹配，从而提高太阳电池量产效率。
考核指标：
1．电池性能指标：
单片电池最高转换效率≥26.8%（效率以第三方效率测试认证为准）；
量产电池转换效率均值≥26.5%；
量产电池开路电压Uoc均值≥733 mV；量产电池入库良率≥98.5%。
2．知识产权指标：
申请发明专利≥3项；
申请实用新型专利≥6项；
发表论文≥2篇；
编制研究报告≥2份。
实施期限：2年
揭榜金额：1200万元
需求企业：和光同程光伏科技（宜宾）有限公司
项目专员：余三塘，电话：19828906179 
项目五：
项目名称：N型TOPCon背接触晶硅太阳电池量产关键技术开发 
需求目标：针对N型隧穿氧化层钝化全背接触 （TBC）晶硅太阳电池光电转换效率低、成本高的现状，和分布式光伏、光伏建筑一体化对全背接触晶硅太阳电池的需求。研究“隧穿氧化层/掺杂多晶硅层”的接触钝化机理；研发超低载流子复合速率的隧穿钝化复合结构设计及制备技术；研发新型金属电极结构及制备技术，降低单片耗银量；研究TBC晶硅太阳电池的失效机制，发展高长期稳定性的制备技术。
考核指标：
1．N型TBC晶硅太阳电池第三方权威机构认证光电转换效率≥26.8%（AM1.5，STC，182mm准方片）。
2．量产良率≥98%（计算公式：η=（外观A级品+EL A级品）/成品产出数量）。
3．开路电压Voc≥735mV。
4．建设完成量产示范验证线，产能≥500MW。
5．发表高水平学术论文≥3篇，申请发明专利≥10项。
实施期限：2年
揭榜金额：3000万元
需求企业：和光同程光伏科技（宜宾）有限公司
项目专员: 余三塘，电话：19828906179
项目六：
项目名称：单面多晶硅层的LPCVD关键技术研发及应用示范
需求目标：针对目前TOPCon晶硅太阳电池低压化学气相沉积（LPCVD）能耗高、产能低问题，研发双片插片单面多晶硅层高效、低成本LPCVD镀膜技术，大幅度降低LPCVD绕镀和石英器件消耗。
考核指标：
1．单台LPCVD设备年产能提升40%。
2．石英器件消耗量降低50%。
3．多晶硅层绕镀片占比≤0.2%。
4．申请发明专利2项。
5．应用示范规模：≥6GW。
实施期限：2年
揭榜金额：300万元
需求企业：四川东磁新能源科技有限公司
项目专员：龚诗雪，电话：18583111866
项目七：
项目名称：金属化增强接触技术开发与应用
需求目标：为了改善TOPCon电池接触电阻和金属复合过大的问题，采用金属化增强接触技术（Metallization Enhanced Contact，即MEC）来降低金属复合和接触电阻。正面电极金属化采用无铝或者低铝含量的银浆，在电池片两端施加反偏电压的同时，采用高强度激光照射，由此产生数安培的局部电流会显著降低金属与半导体之间的接触电阻和金属复合，提升电池的开路电压和填充因子，进而达到提升电池片转换效率的目的。
考核指标：
1．N型TOPCon电池量产平均效率从≥25.6%提升到≥26.2%。
2．前表面金属复合速率从450 fA/cm2降低至380 fA/cm2。
3．前表面接触电阻率从2.5 mΩ·cm2降低至1.2 mΩ·cm2。
4．电池开路电压从730 mV提升至735 mV。
5．量产良率不低于98%（计算公式：η=（外观A级品+EL A级品）/成品产出数量）。；
6．发表论文1篇，申请发明专利3项。
7．一期6 GW项目实施后新增产能10万千瓦/年。
实施期限：2年
揭榜金额：1500万元
需求企业：四川东磁新能源科技有限公司
项目专员：龚诗雪，电话：18583111866
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